Parhaat padlta
- tuotevalikoimakatsaus

Hakkuriteholahteiden lisdantyva tehotiheys, pienempi koko seka
vaatimukset joustavuudesta, kannustavat valmistajia kehittdmaan
yha uusia AC/DC-teholahteita. IR valmistaa naihin sovelluksiin laa-
jan valikoiman pienhavidisia sdhkonhallinnan tehokomponentteja
jotka nostavat hyotysuhdetta, ratkaisevat lampoéongelmia ja lisaa-
vat tehotiheytta.

Yha nopeammin kasvavat vaatimukset, yha korkeammista virroista
ja matalammista jannitteista, luovat ongelmia tehonhallinta-jarjes-
telmien suunnittelijoille. IR on panostanut tutkimus ja kehitystyohon,
jonka tuloksena tehonhallinta-laitteisiin on tarjolla laaja valikoima
suorituskykyisia ja kustannustehokkaita seka erillisia etta integroi-
tuja tehokomponentteja.

Loisteputkien elektronisten liitdntalaitteiden suosio, energiaa saas-
tavana vaihtoehtona, on ollut jatkuvassa kasvussa. Liitantalaitteet
mahdollistavat jopa 30 % saaston sdhkdnkulutuksessa.

IR tarjoaa kattavan valikoiman ohjainpiireja liitantalaitteisiin. Tuotteisiin
kuuluvat myds halogeeni- ja LED-valaistuksen ohjaukseen suunnitellut
ohjainpiirit.

Ymparistovaatimusten kiristyminen ohjaa kodinkoneiden moottorien ja
niiden ohjauksien kehitystd, energian tehokkaamman kaytén suuntaan.
Perinteisesti kaytettyjen moottorien ja niiden ohjausten hyotysuhde on
alhainen. Saadettava synkroninen kiintomagneettimoottori on yksi vaih-
toehto, jolla saavutetaan jopa 15 % energiansaasto. Tallaisiin ohjauksiin
IR on kehittanyt useita ratkaisuja.

D-luokan vahvistimet parantavat huomattavasti aanentoiston laatua ja
niista on nopeasti tullut ensisijainen ratkaisu niin audio- kuin video-jar-
jestelmiin. IR tarjoaa D-luokan audiovahvistin sovelluksiin suunniteltuja
ohjainpiireja seka tehomosfetteja. Naiden avulla on mahdollista toteuttaa

yha suorituskykyisempia ja luotettavampia &anentoistojarjestelmia suu-
remmilla tehotiheyksilla.

IR & FLINKENBERG FLINKENBERG

- Yhteistydssd jo vuodesta 1956 electronics



Integroidut Smart Rectifier™ -piirit, AC/DC-muuntimiin Trench-tyyppiset 600 V:n IGBT-transistorit, UPS ja aurinkokennojen muuntimiin

IR:n integroidut Smart Rectifier ™-piirit, IR1166 seka IR1167,
helpottavat synkronisen toisiotasasuuntauksen (SR) suun-
nittelua ja parantavat hyotysuhdetta suuritehoisissa flyback
tyyppisissa ja resonoivissa puolisiltarakenteissa.

Patentoitu 200 V HVIC-tekniikka mahdollistaa IR:n laadukkaiden
vakio tai logiikkatasoisten 30..200V Hexfet-mosfettien suoran mit-
tauksen ja sdadon.

Uusi 600 V:n IGBT-transistori sarja, vahentaa tehohavidita jopa
30 %, UPS laitteissa ja aurinkokennojen muuntimissa, aina 3 kW
tehotasolle saakka.

Uusissa sovelluskohtaisissa komponenteissa kaytetdan IR:n uu-
sinta ‘field stop trench’ - tekniikkaa, joka vahentaa johtumis- ja
kytkentdhavioita.

Muista 50...150 W flyback-tyyppisista SR-ratkaisuista poi-
keten, Smart Rectifier™ piirissd on kaytdssa uusi, tarkka
jannitekynnysten suora mittaus SR-mosfettien yli, mika

sallii tehohavidita vahentavan tarkan saadon. Tuotteet ovat optimoitu 20 kHz hakkuritaajuudelle, mik& parantaa

tehokonversion hyotysuhdetta.
Erillisratkaisuihin verrattuna, Smart Rectifier™ parantaa

jarjestelman kokonaishyotysuhdetta yhdelld prosentilla,
kun komponenttien lukumaara laskee 75 prosenttia ja jar-
jestelman kustannukset vahenevat 25 prosentilla. Koska
piiri toimii ensiésaadosta riippumatta, sitd voidaan kayttaa

Y T
erilaisissa muuntaja ja hakkurisovelluksissa seka kapasitii- SmartRec_tlfler Ominaisuudet Etuja
visella lahtosuodatuksella varustetuissa laitteissa. Chlpﬁﬂl
m Alhaisen VCE(on) -jannitteen trench-tekniikka m Perinteisesti IGBT-transistoreilla on suuret
m Pienet kytkentahaviot kytkentahaviot niilla taajuuksilla joita kaytetaan UPS-
m Liitoksen maksimilampétila 175°C laitteissa ja gurinkokennomugntimissa. IR:n _L_Jusien'
a Nelidmainen RBSOA-alue trench-tyyppisten IGBT-transistorien kytkentaenergia
Ominaisuudet Etuja L . . . ja johtumishaviét ovat pienet. Pienempien havididen
[ Kalk.k.! tluotteet testatt}J ne.lllrllkertals.ella maksimivirralla (ILm) ansiosta on hystysuhde parempi, joten laitteen koko
m Tayttaa CEC 80 plus ja 1 W lepotehovaatimukset m Yksinkertaisella ja tehokkaalla ratkaisulla saavutetaan: = Positiivinen Vce(on) Iampotllakerrom' . saadaan pienemméksi,samoin kuin tehomuunnoksen
m Patentoitu jannitetasoilmaisu ja 200 V HVIC tekniikka m korkeampi hybtysuhde = Ultranopea Soft Recovery Co-pak diodi kustannukset.
m Suora, kaikkien 30-200 V mosfettien ohjaus = suurempi tehotiheys = Pieni parametrien hajonta m Uudet IGBT-transistorit on Co-pack-koteloitu
m Nopea ja tehokas (7 A), tarkka toiminta korkealla m lopputuote nopeammin markkinoille m Korkea hyotysuhde laajalla sovellusalueella yhteen ultranopeiden, pehmeasti elpyvien diodien
hyotysuhteella aina 500 kHz saakka » SR laitteissa ei tarvita jaahdytysripoja m Hyva transienttikesto joka parantaa luotettavuutta kanssa ja niiden__kylléstysjénnite (Vce(on)) seka
m Ensi6puolesta riippumaton m 120 W sylitietokoneen verkkoadapterissa hydtysuhde nousee m Tasainen virranjako rinnakkaiskaytossa kokonaiskytkentaenergia (Ets) ovat alhaisemmat

m Toimii kaikissa moodeissa, (CCM-continous conduction 1%, lampdtila laskee 10°C , komponentteja tarvitaan 75% I;z:(rbal:ls:ﬁaemmllla ultranopeiden IGBT-transistorien
mode, CRCM-critical conduction mode seka DCM- vahemman ja saast6 kustannuksissa 25%. . ,,,p o .
discontinuous conduction mode.) m Sisainen ultranopea diodi parantaa hy6tysuhdetta

Hyotysuhdetta parantava PWM-ohjainpiiri, IR3651, synkronisiin buck-tyyppisiin sovelluksiin,

Kompakti ja tehokas yPFC™ piiri IR1150, tehoille 75 W...4 kW+ tuloj@nnitteelle 12...75 V

IR1150, pPFC-ohjainpiiri muuttaa radikaalisti perinteista te-
hokertoimen korjauspiirien rakennetta.

Ominaisuudet

Ohjainpiiri IR3651, on kehitetty suorituskykyisiin buck-kon-
vertterisovelluksiin, tulojannitteelle, aina 75 V saakka. Piirin
hakkuritaajuus on ohjelmoitavissa 400 kHz:iin asti, joten se on
ihanteellinen sovelluksiin, kuten matkapuhelinten tukiasemien
virtaldhteisiin, verkkopalvelimiin sekd autojen ja teollisuuden
saatolaitteisiin.

IR3651 on tarkoitettu ohjaamaan ulkoista n-kanavaista
mosfettiparia aina 25 A virralle saakka. Luotettavuuden
vikatapauksessa takaavat suojausominaisuudet, kuten oh-
jelmoitava pehmeakaynnistys, virtasysaysten rajoitus seka
alijannitekatkaisu. Piirissa on myds synkronointimahdollisuus,
jonka ansiosta silld voidaan toteuttaa yksinkertainen jarjestel-
matasoinen EMI hairidsuodatin.

Suuri tehotiheys

Verkkojannitteen mittausta ei tarvita

Tehokerroin 0,999

Ohjelmoitava, kiintea hakkuritaajuus 50...200 kHz
Nopea tehokas 1,5 A huippuhilaohjaus
Huippuvirtaohjausmoodi

Erillinen ylijannitesuojaus, jossa on pehmeakaynnistys seka
suojaus, hetkellista alijannitetta ja 18hdon alijannitettd varten.
m Sovellukset:

Uudessa IR1150:ssa on patentoitu "One-Cycle Control, integ-
rator with reset" -tekniikka (OCC), jonka ansiosta saavutetaan
CCM-moodissa (Continuous Conduction Mode) toimivan kor-
jauspiirin suorituskyky, yhta yksinkertaisesti ja samalla pienella
komponenttimaaralld kuin DCM-toiminnassa (Discontinuous
Current Mode).

Etuja

m Piiri tarjoaa synkronointi-mahdollisuuden jonka ansiosta

m AC/DC-hakkuriteholahteet > 75 W

voidaan optimoida jarjestelmatasoinen EMI hairiénsuodatin

m Alhaisempi Rds(on) tunnistus, haviéton tunnistus
m Moottori ja pumppuohjaukset > 75 W ylivirtasuojausta varten
m Yhteensopiva niin Euroopan, Japanin kuin Kiinan m Ohjelmoitava pehmeéakaynnistys seka saadettava
tehokerroinmaaraysten kanssa. antojannitteen muuttumisnopeus
m Yhteensopiva energiamaaraysten kanssa (1 W, Blue Angel, m Voidaan kayttaa ulkoista signaalia sammuttamiseen

Energy Star)

|
m 16% pienempi korttitila
m 10% suurempi tehotiheys

m Taajuuden synkronointi ulkoisesti

m Korkeampi maksimi tulojannite mahdollistaa kestavamman ja

luotettavamman sovelluksen

. I m Sovellettaessa piiria kaksivaiheisessa eristetyssa
Etuja Ominaisuudet topologiassa, ratkaisu on halvempi, pienempi seka
= Pienikokoinen, helppo ja tehokas ratkaisu a Suurjannitesovellukset 75 V/ asti tehokkaampi, verrattuna brick-moduuli vaihtoehtoon.

" Lopputuotg no_peammin markkinoille m Ohjelmoitava hakkuritaajuus 400 kHz:iin saakka
= Suurteholaitieissa (>200 W) , m 1 Al&hdon ohjauskyky Sovellukset

m 40% vahemman passiivikomponentteja e

m Ei tarvetta virtamuuntajalle " Tar.kka rgferenssuann"ltpz (1 ’2_5 V) m 48V Telecom- ja Datacom-jarjestelmat, 24 V

= 50% pienempi PFC-korjaimen Korttitila m Ohjelmoitava pehmeékaynnistys automaatiojarjestelmat, 15 V..24 V LCD naytot, 36 V

; . m Ohjelmoitava ylivirtasuojaus mustesuihkutulostimet, 28 V lentokonesovellukset,
m Pienteholaitteissa (<250 W) 1o o o N

m Pienemmt virtahuiput m Virtasysaysten rajoitus, soveltaen mosfettien Rds(on) 24 V sahkopolkupyorat, 72V akkujarjestelmat, 18 V

40% pienempi EMI-suodattimen kustannus tunnistusta yleisvirtaldhteet, 12 V toisiopuolen regulaattorit
oP P m Yleiskayttdiset eristamattomat tasavirtakonvertterit




75V /100 V Hexfet®- tehomosfetit, synkroniseen tasasuuntaukseen

Hakkuriteholéhteiden vaati-
mukset Kkiristyvat jatkuvasti ja
tasta syystd on tasasuuntaus-kom-
ponentteja kehitettdva vastaamaan
naita. Historiallisesti schottky-diodit
ovat olleet sopivia keski- ja suu-
ritehoisten hakkuriteholahteiden
[&htétasasuuntaukseen.Korvaamalla
perinteinen schottky-tasasuuntaus
synkronisilla tasasuuntausmos-
feteilla, saavutetaan huomattava
parannus hyotysuhteessa ja teho- STNEHHDN DUS

tiheydessa. HECTIFIEI{T'EDN

Etuja

m Taydellinen mosfet sarja synkroniseen
tasasuuntaukseen, kattaa kaikki 12...24 V lahtéjannitteiset
hakkuriteholdhteet.

m  Tyypeilld IRFB4310 ja IRFB3207 on markkinoiden pienin
paastdsuunnan resistanssi ja pienimmat johtumishavitt,
joten ne parantavat hydtysuhdetta ja tehotiheyttta
hakkuriteholédhteissa.

International Rectifierin, 75 ja 100 V
Hexfet® -mosfetit, joiden paastésuun-
nan resistanssi on hyvin alhainen (esim.
IRFB4310 RDS(on)=7 mQ 100 voltilla;
IRFB3207 RDS(on)=4,5 mQ 75 voltilla)
seka runkodiodin suorituskyky hyva,
ovat suunniteltu erityisesti synkroniseen
tasasuuntaukseen (SR) hakkuriteho-
lahteissa. Mosfetit soveltuvat myos
pienjannitteisiin moottoriohjauksiin, ajo-
neuvoihin sekd DC/DC sovelluksiin.

MOSFET

Sovelluskohteet

SupIRBuck™ Integroidut DC/DC-regulaattorit

DIBCRETE

SOLUTHMIN

Ominaisuudet

m Verkkokayttdisten palvelimien, pdytédkoneiden ja ulkoisten
virtaldhteiden hakkuriteholahteet

Telecom- ja palvelinkoneiden ORing-toiminto 48 V kiskoissa
Ajoneuvo-sovellukset

24 V tulojannitteiset DC/DC-muuntimet
Pienjannite-moottorien ohjaus

HUOM!
Tarkista viimeisimmat uutuudet ja pdivitetyt valintataulukot kotisivuiltamme:

www.flinkenberg.fi/electronics/ir

DirectFET-tehokotelo

International Rectifierin DirectFET-tehokotelo on uraauur-
tava pintaliitettava, mosfettien kotelointitekniikka, joka on
suunniteltu ylapuoliseen tehokkaaseen jaahdytykseen, SO-
8-juotosalalla.

Uusi kotelo on jaahdytettévissa seké yla- ettd alapuolelta ja
sen ansiosta komponenttien maaraa voi vahentaa jopa 60 %,
samalla kun korttitilaa saastyy jopa 50 %, verrattuna vakiomal-
lisiin tai parannettuihin SO-8-koteloihin.

Kaytannossa virtatiheys kasvaa kaksinkertaiseksi ja kokonais-
kustannukset pienenevat. DirectFET-mosfettiperhe sopii 20 ja
30 V synkronisiin buck-tyyppisiin ja lisaksi suurtaajuisiin, 30 V
sovelluksiin. DirectFET-mosfettiperhe on saatavana kolmessa
erilaisessa kotelossa, mika lisdd suunnittelun joustavuutta

Ominaisuudet

m Terminen resistanssi liitoksen ja kotelon valilld (Rth(J-C)) on
1,4°C/W, joten ylapuolen jadhdytys voidaan hoitaa tehokkaasti.

m Liitoksen ja kortin valinen resistanssi (Rth(junction-pcb)) on alle
1°C/W samalla juotosalalla kuin SO-8

m Yli 90% alhaisempi DFPR (die-free package resistance) kuin
SO-8 kotelolla.

m Kotelon korkeus 0,7mm (SO-8: 1,75mm)

m Suora sirun kiinnitys ilman lankoja tai johdinkehysta

m Pienempi kotelon induktanssi, etu etenkin korkeilla taajuuksilla.

Etuja

Lis4a virtatineytta kaksinkertaisesti

Vahentaa mosfettien ja osien maara 60%

Vahentaa korttitilan tarvetta 50%

Jopa 50°C alhaisempi toimintalampétila lisaa luotettavuutta
Pienemmat kokonaiskustannukset

Asymmetrinen poikkeamajannite estaa lahdon varahtelyn
pienelld kuormalla.

m Kestaa hilan jatkuvan oikosulun.

Sovellukset

Palvelimien VRM-moduulit (sync buck)

Tybasemat ja suurkoneet (synkr. tasasuuntaus, ORing)
Telecom- ja datacom-jarjestelmat (vaylamuuntimet)
Akkukayttoiset tyokalut

D-luokan audiovahvistimet

600 kHz hakkuritaajuus

Lahtévaihtoehdot: 4, 7 ja 12 A

Ohjelmoitava pehmeakaynnistys ja enable-toiminto
Ohjelmoitava ylivirtasuojaus

0,6 V referenssijannite, tarkkuus 1,5%

2,5...21 V tulojannite

Kéynnistyy jannitteiselld kuormalla

5 x 6 mm Power QFN -kotelo

Valinnaiset ominaisuudet

m 300 kHz hakkuritaajuus
m DDR-muistin seuranta
m Ohjelmoitava PGOOD

Innovatiivisissa SuplRBuck POL (point-of-load) -jannite-
regulaattoreissa, on integroituna IR:n suorituskykyiset
synkroniset buck-regulaattorit seké huippuluokan Hexfet®
trench-tekniikalla toteutetut mosfetit, kompaktissa, vain
5x6 mm kokoisessa, Power QFN -kotelossa. Tama
pienentaa tilantarvetta jopa 70%, verrattuna erilliskompo-
nenttiratkaisuihin.

Hyotysuhde taydella kuormalla on myo6s 8..10% parempi
kuin monoliittisilla integroiduilla piireilla.

Etuja

m SuplRBuck -piiriperheen joustavuutta lisdavat useat tulo-
ja esijannitevaihtoehdot.

m Mikropiirit ja mosfetit ovat suunniteltu yhdessa,

jarjestelman suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Helppo soveltaa, joustavuutensa ansiosta

Hyo6tysuhde parempi kuin monoliittiratkaisulla

Paljon suurempi tiheys kuin erilliskomponenteilla.

Vahemman erilliskomponentteja

Useita eri mallikortteja saatavissa, erilaisten

suoritusominaisuuksien saavuttamiseksi ja

optimoimiseksi, kuten:

m Hyotysuhteen

Mekaanisen koon

Transienttivasteen

Jarjestelman hinnan

Komponenttien valinnan

Esijannitevaihtoehtojen

Mukautuva, kuolleen ajan ohjainpiiri, halogeenilamppujen litantdlaitteille

IR2161 on maailman ensimmainen alykas saatopiiri, joka on
suunniteltu erityisesti pienjannitteisten halogeenilamppujen elekt-
ronisiin liitantalaitteisiin.

Kaikki tarvittavat ominaisuudet on integroitu yhteen ainoaan
8-nastaiseen DIP- tai SO-koteloon, mika vahentaa komponenttien
lukumaarad, yksinkertaistaa rakennetta ja lisda luotettavuutta.

Ohjainpiiri IR2161 sopeutuu muuttuvalle sy6ttjannitteelle, taajuu-
delle seka lampun tilaan, joten se mahdollistaa erittain luotettavat
litdntalaitteet, samalla helpottaen niiden suunnittelua ja valmis-
tusta.

Ominaisuudet

Alykas puolisiltaohjain
Itsenollautuva oikosulkusuoja
Itsenollautuva ylikuormitussuoja
Ulkoisesti liipaistava lukittuva sulku
Lukittuva ylildmpdsuojaus

Mikrotehoinen kaynnistys (<300 pA)
Vaiheenleikkaus himmennys
Lahtdjannitteen muutoksen kompensointi
Todellinen pehmed&kaynnistys
Mukautuva kuollut aika

Etuja

Taajuusmodulaation “varind” (hairiésateilyn pienentadmiseksi)

m Taysi himmennettavyys

Monia suojausominaisuuksia

Mukautuva kuollut aika varmistaa suorituskyvyn eri
olosuhteissa

IR:n luotettavaa suurjannitepiiritekniikkaa

Pieni kompakti yhden integroidun piirin ratkaisu
Lopputuote nopeammin markkinoille

Pieni laitekoko



D-luokan audiosirusarja vahentdd komponenttien maarad ja korttitilan tarvetta puoleen

IR:n D-luokan audiosirusarjan muodostavat 200 V ohjainpiiri puoleen, samalla kun mosfetit vahentavat D-luokan paateasteen
IRS20955, digitaalisten audiomosfettien sarja IRFI4024Hx tehokytkinosan komponenttien maaran puoleen, kotiteattereissa,
seka DirectFET-mosfetit IRF6665/IRF6645. ammattimaisissa vahvistimissa, instrumenteissa ja autolaitteissa.
Tavanomaisiin rakenteisiin verrattuna uudet piirit vahenta- IR:n sovelluskohteeseen

vat D-luokan 500 W audiovahvistimen vaatimaa korttitilaa optimoidut DirectFET  kyt-
kimet lisadvat D-luokan
vahvistimien suorituskykya, va-
hentdamalla johdininduktansseja
IRS20955 sekd parantamalla kytkenta- ja
hairidominaisuuksia.

Ominaisuudet

m Helppo puolisiltarakenne kelluvien PWM-tulojen ansiosta
m Ohjelmoitava kaksisuuntainen, itsenollautuva ylivirtasuoja
m Ohjelmoitava kuolleen ajan esiasetus vahentaa harmonista

saroa IRS20955

Etuja

m Hyva kohina-immuniteetti . s . . .
a Jopa 500 W Ihtdteho, +/-100 V jannitekeston ansiosta m Vahentda 500 W D-luokan audiovahvistimen korttitilan puoleen
= Logiikkatulo 3.3 V/ / 5\’/ m Parempi suorituskyky, suojaus ja hyotysuhde
. Toimintataajutis jopa 800 kHz m Vahentda ulkoisten komponenttien maaraa jopa 27:11a
m Alhainen Rds(on) parantaa hy6tysuhdetta
m Alhainen Qg ja Qsw vahentavat sérdé ja parantavat IRFI14024Hx mosfetit
hyot)_/suhdetta . e m Optimoitu D-luokan audiovahvistinsovelluksiin
" ﬁ\.l'hellll.nen.Qr.r varlzep 14a saroa ja parantaa m Véhentavéat D-luokan paateasteen kytkentd-komponenttien
airidominaisuuksia maéaran puoleen

Int it lisiltarak
IRF6665/IRF6645 DirectFET-mosfetit = egrot pronsifaraxenne
m Helpottaa osien sijoittelua piirikortilla
m Jopa 100 W ilman jaahdytyslaippaa 8 ohmiin

R t . 51 hm 10VGS, t
" ds(on) YYP. SIVO ST mohm paraniaa IRF6665/IRF6645 DirectFET-mosfetit

hy6tysuhdetta
m Pieni hilavaraus Qg, vain 8 nC m Parametrit optimoitu audio suorituskyvyn parantamiseksi
m Sopii kaksipuoliseen jadhdytykseen m DirectFET-kotelo vahentéa johdininduktanssia seka parantaa
m Taattu RG(int) hajonta-arvo parempaan kuolleen ajan kytkenta- ja hairidominaisuuksia

hallintaan m Jadhdytyslaipan poisjddminen pienentaa kokoa

Integroitu suojattu sirusarja, korkealuokkaisiin D-luokan audiovahvistimiin

IR on julkaissut uuden, suojatulla PWM-modulaatiolla varus- Ominaisuudet
tetun integroidun ohjainpiirin IRS2092 johon on mahdollista
liittda IR:n uusia digitaalisia audio-mosfetteja. Monipuolinen Audiopiirit
sirusarja mukautuu 50...500 W l&htétehoille vain mosfetteja = Integroitu analogiatulo
vaihtamalla. Sarja on tarkoitettu suorituskykyisiin keskitehoisiin = Integroitu itsevarahteleva PWM -modulaattori
D—I-l.Jc.ok.an audllov.ah-wstmjun kotlteatt.erelssa,"stereola{tte|§§a, m Ohjelmoitava kaksisuuntainen, itsenollautuva ylivirtasuoja
aktiivisissa kaiuttimissa, instrumenteissa sekd ammattimaisis- i .
. . m Kytkentapiikkien vaimennus
sa audiosovelluksissa. . . . .
m Helppo puolisiltarakenne kelluvien tulojen ansiosta
Uusi sirusarja tuo D-luokan hyétysuhde- ja koko- edut suoritus- m Ohjelmoitava kuolleen ajan esiasetus skaalaukseen
kykyisiin vahvistimiin. Korttitilan tarve on merkittavasti pienempi m Hyva kohina immuniteetti
kuin aikaisemmilla AB- luokan vahvistimilla, eiké suorituskyvys- = Jopa 500 W lhtdteho, +100 V jannitekeston ansiosta
ta tarvitse tinkia. Esimerkiksi 100 W sovelluksessa IRS2092 = PWM-taajuus jopa
ja DirectFET®-mosfetti IRF6645, vahentavat korttitilan tarvetta 800 kHz
60% ja komponenttien maaraa 20 %, tavanomaiseen ratkaisuun
verrattuna. Digitaaliset
. audiomosfetit
Etuja . .
m Kriittiset parametrit
m Pienempi koko D-luokan rakenteen ansiosta, tinkimatta on optimoitu
audiosuorituskyvysta harmonisen séaron,
m Integroitu plug-in ratkaisu D-luokkaan uudella sirusarjalla. ha!r|03|edon ja
Suunnittelu ei vaadi erikoisosaamista hyGtysuhteen
kannalta

m Mahdollistaa muokkautuvan rakenteen muutosten yhteydessa

m Mallikytkent& saatavissa nopeuttamaan suunnittelua ja
testaamista

Oy Flinkenberg Ab Puh: 09 859 911
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